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(57) Abstract: The invention relates to a process for fabricating a composite structure comprising a thin layer made of single-crystal
silicon carbide placed on a carrier substrate made of polycrystalline silicon carbide, the process comprising the following steps: 1)
providing at least one donor substrate made of single-crystal silicon carbide, having a front side and a rear side, the front side potentially
having defects, called primary defects; 2) controlling the quality of the - at least one - donor substrate by means of a photolumines-
cence-based imaging technique, so as to extract a map of the front side, called the first map, cataloguing the primary defects identified
as being of micro-hole type, of the complex type consisting of star stacking faults or of point-defect type; 3) transferring a thin layer,
obtained from a surface layer of the - at least one - donor substrate, onto a carrier substrate made of polycrystalline silicon carbide,
in order to obtain a composite structure and a residual donor substrate; 4) inspecting a free surface of the thin layer of the composite
structure by means of a technique for inspecting for defects by means of scattering of an ultraviolet laser beam, so as to extract a map of
the free surface, called the second map, cataloguing defects called secondary defects; 5) grading the composite structure, this including
a comparison of the first map and of the second map.

(57) Abrégé : L'invention concerne un procédé de fabrication d'une structure composite comprenant une couche mince en carbure de
silicium monocristallin disposée sur un substrat support en carbure de silicium polycristallin, le procédé comprenant les étapes suivantes:
1) la fourniture d'au moins un substrat donneur en carbure de silicium monocristallin, ayant une face avant et une face arriere, la face
avant présentant potentiellement des défauts, dits défauts primaires; 2) le controle de la qualité du — au moins un — substrat donneur par
une technique d'imagerie par photoluminescence de maniere a extraire une cartographie de la face avant, dite premiére cartographie,
répertoriant les défauts primaires identifiés comme étant de type micro-trou, de type complexe de fautes d'empilement en étoile ou
de type défaut ponctuel; 3) le transfert d'une couche mince, issue d'une couche superficielle du — au moins un — substrat donneur,
sur un substrat support en carbure de silicium polycristallin, pour obtenir une structure composite et un substrat donneur résiduel; 4)
l'inspection d'une surface libre de la couche mince de la structure composite par une technique d'inspection de défauts par diffusion
d'un faisceau laser ultra-violet, de maniére a extraire une cartographie de la surface libre, dite deuxi¢me cartographie, répertoriant des
défauts, dits défauts secondaires; 5) la gradation de la structure composite, incluant une comparaison de la premiere cartographie et
de la deuxi¢me cartographie.
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